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(57) Abstract: Radiation-emitting device comprising a lead frame, a radiation source that is arranged on the lead frame, an electri-
cally conducting contact that connects the lead frame in an electrically conducting manner to the radiation source, and a molding
material that is arranged on the surface of the radiation source. The molding material comprises an additive that can absorb H*
ions or neutralize H' ions by discharging OH" ions.

(57) Zusammenfassung: Strahlungsemittierende Vorrichtung, umfassend einen Leiterrahmen, eine Strahlungsquelle, welche auf
dem Leiterrahmen angeordnet ist, eine elektrisch leitende Kontaktierung, welche den Leiterrahmen elektrisch leitend mit der
Strahlungsquelle verbindet, ein Vergussmaterial, welches auf der Obertldche der Strahlungsquelle angeordnet ist, wobei das Ver-
gussmaterial einen Zusatzstoff umfasst, welcher in der Lage ist H'-Ionen aufzunehmen, oder diese durch Abgabe von OH™-Ionen
zu neutralisieren.
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Beschreibung

Strahlungsemittierende Vorrichtung und Verfahren zur

Herstellung einer strahlungsemittierenden Vorrichtung

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2009 039 245.9, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Es wird eine strahlungsemittierende Vorrichtung nach dem

Anspruch 1 angegeben.

Ein weit verbreitetes Problem von strahlungsemittierenden
Vorrichtungen ist es, dass es zu Ausfallen oder
Beschadigungen durch Korrosion kommen kann. Hierbei k&nnen
einzelne Bauelemente, welche Bestandteil der
strahlungsemittierenden Vorrichtung sind, durch Korrosion
angegriffen und in ihrer Funktionsfahigkeit eingeschrankt
werden. Die Bauteile koénnen sogar durch die Korrosion
ganzlich ihre Funktionsfdhigkeit verlieren, was einen Ausfall
der gesamten strahlungsemittierenden Vorrichtung zur Folge

haben kann.

Unter Korrosion versteht man im Allgemeinen die Reaktion
eines Werkstoffs mit seiner Umgebung, die eine messbare
Veranderung des Werkstoffs bewirkt und zu einer
Beeintrachtigung der Funktion eines Bauteils oder eines
Systems fithren kann. In der Chemie bezeichnet Korrosion die
chemische Reaktion oder eine elektrochemische Reaktion eines
Werkstoffs mit Stoffen aus seiner Umgebung, wobei eine
messbare Verdnderung am Werkstoff eintritt. Wenn ein edleres
Metall mit einem unedleren Metall in Berihrung kommt,

entsteht an der Kontaktstelle ein Lokalelement, das zur
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Korrosion des unedleren Metalls fiihren kann. Hierbei kann es
zur Oxidation des unedleren Metalls kommen, was die
Ausbildung von Metallionen zur Folge hat, welche in L&sung
gehen konnen oder in einen angrenzenden Stoff wandern koénnen.
So konnen beispielsweise Luftfeuchtigkeit oder reaktive Gase
aus der die Vorrichtung umgebenden Luft/Atmosphdre in das
Innere der Vorrichtung eindringen und hier zur Korrosion der

beispielsweise metallischen Bauteile der Vorrichtung fihren.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurden bisher
unterschiedliche Ansdtze verfolgt. Einer davon basiert
darauf, die Vorrichtung an ihrer Strahlungsaustrittsseite
abzudichten, so dass kaum noch Feuchtigkeit in die
strahlungsemittierende Vorrichtung eindringen kann. Das
Problem hier ist, dass es sehr aufwandig ist, eine
ausreichende Dichtigkeit zu erzielen. Einige der Materialien,
welche eine ausreichende Dichtigkeit erzielen konnten,
erfiillen dafiir andere notwendigen Anforderungen nicht, wie
beispielsweise, ausreichende Transparenz fir die von der
strahlungsemittierenden Vorrichtung emittierten Strahlung
oder eine ausreichende Stabilitat gegeniiber der emittierten

Strahlung.

Bei einem anderen Ansatz wird versucht, Materialien zu
verwenden, die sich im elektrochemischen Potenzial nicht
unterscheiden, wodurch die Ausbildung eines Lokalelements
vermieden wird. Das elektrochemische Potenzial ist das
chemische Potenzial eines Ions oder anderer Ladungstrager,
wie Elektronen, in einem elektrischen Potenzial. Uber die
Potenzialdifferenz wird die Fahigkeit eines Systems
beschrieben, Arbeit zu verrichten. So laufen beispielsweise
chemische Reaktionen unter Beteiligung von Ladungstragern so

lange ab, bis die elektrochemischen Potenziale der
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beteiligten Systemkomponenten ausgeglichen sind.
Potenzialdifferenzen treten beispielsweise an den
Kontaktfldchen von zwei metallischen Materialien auf, die ein
unterschiedliches elektrochemisches Potenzial aufweisen. Das
kann dazu fihren, dass fir die Fertigung der Vorrichtung fir
samtliche metallischen Bauelemente sehr teure Metalle
verwendet werden miissen, obwohl dies aus ihrer Funktion
heraus nicht notwendig ware. Dies fihrt zu einer deutlichen

Steigerung der Produktionskosten.

In einem weiteren Ansatz wird versucht, die
korrosionsempfindlichen Bauteile der Vorrichtung mittels
eines inerten Materials zu maskieren. Dies kann
beispielsweise mit Sperrschichten, die zwischen den
metallischen Schichten mit Potenzialdifferenz eingebracht
werden, geschehen. Dies erfordert jedoch zusatzliche
Verfahrensschritte und einen zusadtzlichen Materialeinsatz,

was wiederum die Kosten in der Herstellung steigert.

Die Aufgabe, die Korrosion zu vermindern, wird durch eine
strahlungsemittierende Vorrichtung nach dem Anspruch 1
geldst. Weitere Ausfihrungsformen der strahlungsemittierenden
Vorrichtung sind Gegenstand weiterer abhangiger
Patentanspriiche. Des Weiteren wird ein Verfahren zur
Herstellung einer strahlungsemittierenden Vorrichtung

beansprucht.

Eine Ausfihrungsform der strahlungsemittierenden Vorrichtung
umfasst

- einen Leiterrahmen,

- eine Strahlungsquelle, welche auf dem Leiterrahmen

angeordnet ist,
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- eine elektrisch leitende Kontaktierung, welche den
Leiterrahmen elektrisch leitend mit der Strahlungsguelle
verbindet,

- ein Vergussmaterial, welches auf der Oberfldche der
Strahlungsquelle angeordnet ist,

wobei das Vergussmaterial einen Zusatzstoff umfasst, welcher
in der Lage ist H'-Tonen aufzunehmen, oder diese durch Abgabe

von OH -Ionen zu neutralisieren.

Die Erfinder haben erkannt, dass H'-Ionen, welche von auBen
in das Bauelement eindringen, oder durch eine Reaktion im
Bauelement gebildet werden, zur Korrosion beitragen. In einer
Teilreaktion werden von den H'-Ionen Elektronen vom edleren
Metall des Lokalelements aufgenommen, wodurch sich H; bildet.
Diese Elektronen werden von dem unedleren Metall des
Lokalelements an das edlere Metall auf Grund der unterschiede
der elektrochemischen Potentiale abgegeben. Die Oxidation der
unedleren Metallionen kann zur Korrosion des Bauteils fiihren,

welches aus dem unedleren Metall gefertigt ist.

Des Weiteren haben die Erfinder erkannt, dass das Vermindern
einer Teilreaktion zur Verminderung aller an diesem Vorgang

beteiligten Reaktionen und somit auch der Korrosion fihrt.

Der Zusatzstoff kann in dem Vergussmaterial verteilt
vorliegen und als H' -Ionenfidnger oder als OH - Ionenspender
wirken. Der Zusatzstoff kann beispielsweise gezielt eine
Teilreaktion, welche einen Beitrag zur Korrosion oder zu
chemischen Reaktionen, welche eine Korrosion zur Folge haben

kénnen, unterbinden.

Der Zusatzstoff kann beispielsweise in Pulverform dem

Vergussmaterial zugesetzt werden. Ein solches Pulver kodnnte
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dann zusatzlich die Funktion eines Diffusors ibernehmen und

zur Homogenisierung der Abstrahlcharakteristik beitragen.

Der Zusatzstoff sollte des Weiteren eines oder vorzugsweise
mehrere der folgenden Kriterien erfiillen:
Temperaturstabilitdt gegeniiber der von der Strahlungsquelle
abgegebenen Warme, Strahlungsstabilitat gegeniiber der wvon der
Strahlungsquelle emittierten Strahlung (z.B. UV-Strahlung)

und chemische Kompatibilitat mit dem Vergussmaterial.

In einer weiteren Ausfihrungsform der strahlungsemittierenden
Vorrichtung besteht zwischen dem Leiterrahmen und der
Kontaktierung im Kontaktbereich eine elektrochemische

Potenzialdifferenz.

Eine solche elektrochemische Potenzialdifferenz kann
beispielsweise dadurch auftreten, dass fiir den Leiterrahmen
und die Kontaktierung zwei unterschiedliche Metalle verwendet
werden, was die Ausbildung eines Lokalelements zur Folge hat.
Das System aus Leiterrahmen und Kontaktierung ist nun
bestrebt, die Potenzialdifferenz auszugleichen, was
beispielsweise durch einen Elektronentransport erfolgen kann.
Hierbei flieRen die Elektronen vom unedleren Metall zum
edleren Metall. So werden beispielsweise bei einem System von
Kupfer und Gold die Elektronen vom Kupfer auf das Gold

Ubertragen.

Die in einer Vorrichtung auftretende Korrosion weist eine
Geschwindigkeit auf, welche im Zusammenhang mit der Hohe des
Stroms steht, der durch diese Bauelemente flieBt. Der Strom
wiederum wird durch die Reaktionsgeschwindigkeit der
langsamsten Reaktion bestimmt, welche am Ladungstransport

beteiligt ist.
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In einer weiteren Ausfihrungsform steht der Leiterrahmen in
direktem Kontakt mit dem Vergussmaterial.

Somit kann es beispielsweise zur Abgabe von Ionen des
Metalls, aus dem der Leiterrahmen gefertigt ist, direkt in
das Vergussmaterial kommen. Durch die Abgabe der positiv
geladenen Metallionen kann es somit zum Ladungsausgleich
gegenilber den auf andere Bauelemente lbertragenen Elektronen

kommen.

In einer weiteren Ausfiihrungsform umfasst das Vergussmaterial
ein Silikon. Silikon weist beispielsweise gegeniiber Epoxid
eine bessere Stabilitat gegeniiber der emittierten Strahlung
auf. Es ist aber auch der Einsatz von Hybridmaterial, also
Materialien, welche aus Silikon- und Epoxidmaterialien

bestehen, denkbar.

In einer weiteren Ausfihrungsform der strahlungsemittierenden
Vorrichtung wird Uber den Zusatzstoff der pH-Wert im
Vergussmaterial eingestellt. Uber den pH-Wert sollen wiederum
Teilreaktionen der Korrosion geregelt bzw. unterbunden

werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform liegt der pH-Wert im
Vergussmaterial Uber 7. Das bedeutet, dass der pH-Wert im
alkalischen Bereich liegt. Dadurch kénnen H'-Ionen, welche im
Vergussmaterial vorliegen, weil sie entweder von einem
Bauelement der Vorrichtung abgegeben wurden oder aus der
Umgebung aufgenommen wurden oder durch eine Reaktion im
Vergussmaterial entstanden sind, neutralisiert werden. Durch
diese Neutralisation kann beispielsweise die Teilreaktion der
Korrosion unterbunden werden, in der die H'-Ionen Elektronen

vom edleren Metall aufnehmen.
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Vorzugsweise liegt der pH-Wert fiir das Vergussmaterial im
Bereich von 8 bis 13. Besonders bevorzugt liegt der pH-Wert

flir das Vergussmaterial im RBRereich von 8 bis 11.

In diesem pH-Bereich ist das Vergussmaterial gut in der Lage,
freie H'-Ionen zu neutralisieren. Das Vergussmaterial an sich
ist aber auch nicht so stark alkalisch, dass es zur
Schadigung der Bauelemente der strahlungsemittierenden

Vorrichtung kommt.

In einer Ausfiihrungsform umfasst der Zusatzstoff ein

Metallhydroxid.

Ein Metallhydroxid hat den Vorteil, dass es eine gute
Strahlungsstabilitat aufweist. Des Weiteren sind
Metallhydroxide abgesehen von der gewlnschten Eigenschaft
ihrer Alkalitat chemisch inert, sodass keine unerwlinschten
chemischen Reaktionen zwischen dem Zusatzstoff und dem
Vergussmaterial auftreten. BRei dem Metallhydroxid kann es
sich beispielsweise um Al (OH); handeln. Die Metallhydroxide
kénnen beispielsweise in Pulverform dem Vergussmaterial

zugesetzt werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform umfasst der Zusatzstoff ein

Zeolith.

Die Primarbaueinheiten von Zeolithen sind AlOs-Tetraeder bzw.
Si04-Tetraeder, die Uber gemeinsame Sauerstoffionen
miteinander zu den Sekundarbaueinheiten verbunden werden.
Durch Verknipfung der Sekundarbaueinheiten entsteht ein
dreidimensionales kristallines Geriist, das je nach Zeolith

von regelmaBRigen Poren- und Hohlraumsystemen unterschied-
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licher GrdéBe, Anordnung und Architektur durchzogen ist. Fir
jeden in das Aluminosilikatgeriist eingebauten AlQ,-Tetraeder
enthalt das resultierende Zeolithgeriist eine negative Ladung,
die durch eine positive Gegenladung kompensiert werden muss.
Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass Kationen in
die Poren und Hohlraume des Zeolithen eingelagert werden. So

2"~ oder K'-Ionen in den

kénnen beispielsweise Na'-, Ca
Hohlraumen des Zeolithen vorliegen. Diese kénnen durch einen
Ionenaustausch dann durch andere Ionen, wie beispielsweise
ein H'-Ion, ersetzt werden und so in einer Ausfiihrungsform
der Erfindung als H'-aufnehmender Zusatzstoff im
Vergussmaterial verwendet werden. Synthetische Zeolithe
werden beispielsweise aus stark alkalischen, wassrigen
Losungen aus Silizium- und Aluminiumverbindungen hergestellt.
Beispiele fiir Zeolithe sind die folgenden Verbindungen:
Na,Cal[Al,5i,012]2 "Faujasit", Cal[Al;5i,0:»] "Chabasit",

Nay [Al1,5119024] "Mordenit" oder Na;[Al,Si30:0] "Natrolith". Auch

Zeolithe weisen eine hohe Strahlungsstabilitdt auf und sind

ebenfalls chemisch inert.

In einer weiteren Ausfihrungsform umfasst der Zusatzstoff ein

Metallhydrid.

Bei den Metallhydriden handelt es sich um Gitter, welche aus
Metallen ausgebildet werden, und die eine groBe innere
Oberfldche aufweist. Wasserstoff kann hierbei in die
Zwischengitterpléatze beispielsweise Uber Physisorption
eingelagert werden. Der Wasserstoff wird hierbei nicht auf
Gitterpldtzen eingebaut. Solche Metallgitter werden
beispielsweise von TiFe, Mg;Ni, ZrMn, oder LaNis ausgebildet.
Auch diese Systeme sind strahlungsstabil und die Metallgitter

sind chemisch inert.
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In einer weiteren Ausfihrungsform umfasst der Zusatzstoff

einen Ionentauscher.

Bei dem Ionentauscher kann es sich beispielsweise um einen
wie zuvor beschriebenen Zeolithen handeln. Es sind aber auch
andere Ionentauscher, welche keine Zeolithe sind, denkbar. So
kénnen beispielsweise Kunstharz-Ionentauscher mit aktiven
Gruppen verwendet werden. Je nach Art von Ionentauscher
unterscheidet man Kationenaustauscher und Anionenaustauscher.
Im Falle eines Kationenaustauschers als H'-aufnehmenden
Zusatzstoff ist die aktive Gruppe eine anionische Gruppe, wie
beispielsweise eine Sulfonsduregruppe oder eine
Carboxylgruppe. Das Gegenion zu dieser anionischen Gruppe,
welches beispielsweise ein Na'-Ion sein kann, kann im

Ionenaustauschprozess durch ein H'-Ion ausgetauscht werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform liegt der Zusatzstoff zu

einem Anteil von 0,05 bis 2 Gew-% im Vergussmaterial vor.

In diesen Mengen vermindert der Zusatzstoff einerseits die
unerwinschten Korrosionsreaktionen behindert aber
andererseits nicht die emittierte Strahlung in einem
unerwinschten MaBe. Eine geeignete Menge an Zusatzstoffen
hangt hierbei auch von der entsprechenden Wahl des
Zusatzstoffes ab. Es besteht auch die Moglichkeit, im

Vergussmaterial unterschiedliche Zusatzstoffe zu kombinieren.

In einer weiteren Ausfihrungsform umfasst der Leiterrahmen

ein Metall Me.

Hierbei kann der gesamte Leiterrahmen aus dem Metall Me
gefertigt sein, oder auch nur die elektrisch leitenden

Strukturen, welche auf dem Leiterrahmen aufgebracht sind.
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In einer weiteren Ausfiihrungsform steht Me fir Cu.

Cu ist ein Metall, welches sich sehr gut fiir Leiterrahmen
bzw. die elektrisch leitenden Strukturen auf dem Leiterrahmen
eignet. Cu weist eine gute Stabilitadt sowie ein hohes Mal an
elektrischer Leitfahigkeit auf. Des Weiteren ist Cu
verglichen mit anderen Metallen wie Ag oder Au relativ

preisglinstig.

In einer weiteren Ausfihrungsform der strahlungsemittierenden
Vorrichtung handelt es sich bei der Strahlungsquelle um eine

LED.

Die LED umfasst einen Halbleiter der eine Diode ausbildet.
LEDs sind oft sogenannte III/V-Halbleiter, d.h. sie sind aus
Elementen der 3. und 5. Gruppe des Periodensystems aufgebaut.
Des weitern umfasst die LED eine Anode, welche sich
beispielsweise auf der Oberseite der LED befindet, und eine
Kathode, welche entsprechen an der Unterseite angeordnet sein
kann. Die Anode kann iber einen Rond-Draht elektrisch leitend
mit dem Leiterrahmen verbunden werden, auf dem die LED
angeordnet sein kann. Wenn eine Spannung in Durchlassrichtung
anliegt, wandern Elektronen zur Rekombinationsschicht am p-n-
Ubergang. Auf der n-dotierten Seite bevdlkern die Elektronen
das Leitungsband, um nach Uberschreiten der Grenzfliche auf
das energetisch glinstigere p-dotierte Valenzband zu wechseln.
Dort rekombinieren die Elektroden dann mit den hier

vorhandenen Lochern.

Es sind jedoch auch Ausfithrungsformen denkbar, bei denen es
sich bei der Strahlungsquelle um eine OLED handelt. Der
Schichtenstapel, welcher eine OLED ausbilden kann, umfasst

eine Anode sowle eine Kathode. Von diesen werden durch
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Anlegen von Spannung Locher bzw. Elektroden abgegeben, welche
in Richtung der jeweils anderen Elektrode wandern. Die
Ladungstrager wandern hierbei beispielsweise erst durch
l6ocher- bzw. elektronen-transportierende Schichten, bevor sie
in der emittierenden Schicht aufeinandertreffen. In dieser
rekombinieren die Elektronen mit den Lochern, wodurch
Excitonen gebildet werden. Die Excitonen kdnnen dann
Leuchtstoffe, welche sich in der emittierenden Schicht

befinden zur Abgabe von Strahlung anregen.

Bei einer weiteren Ausfiihrungsform besteht zwischen der
Strahlungsquelle und der Kontaktierung im Kontaktbereich eine

elektrochemische Potenzialdifferenz.

Wird fir die Kontaktierung, welche beispielsweise iber einen
Bond-Draht erfolgen kann, ein anderes Material verwendet als
flir den Bereich des Bauelements an dem die Kontaktierung
erfolgt, beispielsweise die obere Elektrode, so hat dies die
Ausbildung eines Lokalelements zur Folge. Wie bereits oben
zur Potenzialdifferenz ausgefithrt, kann es somit auch in
diesem Kontaktbereich zur Ubertragung von Elektronen vom

unedleren Metall auf das edlere Metall kommen.

In einer weiteren Ausfihrungsform der strahlungsemittierenden

Vorrichtung umfasst diese eine Kathode und eine Anode.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist die Anode bei

gleichem Strom eine groRere Stromdichte auf als die Kathode.

Ein weiteres Kriterium fiir die lokale Korrosions-
geschwindigkeit ist die Stromdichte. Hohe Stromdichten fiithren
zu hohen Korrosionsgeschwindigkeiten. Die Stromdichte ist

eine Funktion des Stroms und der beteiligten Oberflache.
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Weisen beispielsweise die Anode und die Kathode bzw. die
Metalloberflachen, an denen kathodische oder anodische
Reaktionen stattfinden, eine unterschiedliche Grohke auf, so
hat dies eine unterschiedliche Stromdichte zur Folge. So
kénnen sich beispielsweise in einer strahlungsemittierenden
Vorrichtung, bei der die Oberflachen der Anode und Kathode
einen sehr groBen GroRenunterschied aufweisen, leichter
Kurzschlusselemente ausbilden. Beispielsweise kann die
Oberflache der einen Reaktion lediglich eine kleine
Fehlstelle sein, welche nur eine sehr geringe GroRe aufweist.
Demgegeniiber kann beispielsweise die Kontaktierung, welche
durch das Vergussmaterial verlauft, mit fast ihrer gesamten
Oberfldche in Kontakt mit dem Vergussmaterial stehen. Dieser
Oberflachenunterschied, welcher sehr hohe Stromdichten in
sehr kleinen Bereichen zur Folge haben kann, kann dafir
verantwortlich sein, dass lokal sehr hohe

Korrosionsgeschwindigkeiten auftreten.

In einer weiteren Ausfihrungsform wird durch die Aufnahme der
H'-Tonen die Korrosion im Bauelement vermindert. Die Aufnahme

der H'-Ionen kann durch den Zusatzstoff erfolgen.

In einer weiteren Ausfihrungsform wird durch die Aufnahme der
H'-Ionen der pH-Wert im Vergussmaterial gesteuert. Durch die
Aufnahme der H' -Ionen, welche durch den Zusatzstoff erfolgen
kann, kann der pH-Wert im Vergussmaterial auf einen
gewlinschten Wert eingestellt werden. Dies bezieht sich sowohl
auf den pH-Wert, der im Vergussmaterial vorliegt, wenn dieses
in oder auf die Vorrichtung aufgebracht wird, also in einem
Zustand vorliegt, in dem noch keine chemischen Reaktionen
stattfinden. Es bezieht sich aber auch auf den pH-Wert, der

angestrebt ist wenn chemische Reaktionen wahrend der gesamten
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Lebenszeit der strahlungsemittierenden Vorrichtung im

Vergussmaterial stattfinden.

In einer weiteren Ausfihrungsform wird durch das Absenken der
H'-TIonen-Konzentration die folgende Reaktion reduziert: 2H' +

2e¢” - H, (Reaktion 1).

In einer weiteren Ausfihrungsform wird durch die Reduktion
der Reaktion 1 die folgende Reaktion vermindert: Me — Me™ +

m e (Reaktion 2).

Durch das Abfangen der H'-Ionen durch den Zusatzstoff fehlen
den Elektronen in der Reaktion 1 die Reaktionspartner, sodass
diese Reaktion nur erschwert ablaufen kann. Dadurch, dass in
der Reaktion 1 keine Elektronen "aufgebraucht" werden, wird
auch die Reaktion 2, in der neue Elektronen zur Verfigung
gestellt werden, vermindert, da fiir diese keine Abnehmer zur
Verfliigung stehen. Durch das Vermindern der Reaktion 2 wird
der Ubergang von Me zu Me™, also das in L&sung gehen der
Metallionen, aus dem der Leiterrahmen gefertigt ist,
reduziert. Somit wird eine Schadigung des Leiterrahmens

vermindert.

Neben der strahlungsemittierenden Vorrichtung wird auch ein
Verfahren zur Herstellung einer strahlungsemittierenden

Vorrichtung beansprucht.

In einer Variante dieses Verfahrens umfasst dieses die
Verfahrensschritte:

A) Bereitstellen eines Leiterrahmens (1),

B) Aufbringen einer Strahlungsquelle (3) auf den Leiterahmen

(1),
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C) Herstellen einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen
Leiterrahmen (1) und Strahlungsquelle (3) mittels einer
elektrisch leitenden Kontaktierung (2),

D) Verkapseln der Strahlungsquelle (3) mit einem
Vergussmaterial (4), wobei das Vergussmaterial (4) einen
Zusatzstoff (5) umfasst, welcher in der Lage ist H'-Ionen
aufzunehmen, oder diese durch Abgabe von OH -Ionen zu

neutralisieren.

In dem Verfahrensschritt D) kann ein Zusatzstoff verwendet
werden, wie er beispielsweise in den Ausfiihrungen zuvor im

Zusammenhang mit der Vorrichtung beschrieben wurde.

Die im Zusammenhang mit der Vorrichtung ausgefithrt Merkmale
und Vorteile, gelten entsprechend auch fir die Bauteile /

Materialien, welche im Verfahren herangezogen werden.

Im Folgenden sollen Varianten der Erfindung anhand wvon

Figuren und Ausfihrungsbeispielen naher erlautert werden.

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine
erfindungsgemdle Ausfihrungsform einer

strahlungsemittierenden Vorrichtung.

Figuren 2a und 2b zeigen Jeweils eine weitere
erfindungsgemdle Ausfihrungsform einer
strahlungsemittierenden Vorrichtung im
schematischen Querschnitt, welche ein Gehduse

umfasst.

Figuren 3a und 3b zeigen Jjeweils einen Ausschnitt aus einer

strahlungsemittierenden Vorrichtung im
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schematischen Querschnitt in der unerwunschte

Korrosionsreaktionen ablaufen.

Die Figur 1 zeigt als schematischen Querschnitt eine
Ausfihrungsform, welche einen Leiterrahmen 1 umfasst. Auf dem
Leiterrahmen 1 ist eine Strahlungsquelle 3 angeordnet, die
mit ihrer Unterseite elektrisch leitend mit einem ersten
Teilbereich des Leiterrahmen 1 verbunden ist. Die Oberseite
der Strahlungsquelle 3 ist iUber eine Kontaktierung 2
elektrisch leitend mit einem zweiten Teilbereich des
Leiterrahmens 1 verbunden, welcher gegeniiber dem ersten
Teilbereich elektrisch isoliert ist. Die Kontaktierung 2 und
der Leiterrahmen 1 bilden hierbei einen Kontaktbereich 6 aus.
Sowohl die Strahlungsquelle 3 wie auch die Kontaktierung 2
sind mit einem Vergussmaterial 4 umgeben, wodurch diese
beiden Rauteile verkapselt sind. Das Vergussmaterial 4

umfasst hierbei den Zusatzstoff 5.

Der Leiterrahmen 1 kann beispielsweise Cu umfassen, die
Kontaktierung 2 beispielsweise Au. Als Strahlungsquelle 3
kann beispielsweise eine LED verwendet werden. Das

Vergussmaterial 4 kann beispielsweise ein Silikon umfassen.

Fir den Fall, dass der Leiterrahmen 1 und die Kontaktierung 2
aus unterschiedlichen Materialien gefertigt sind bzw. aus
Materialien, welche ein anderes elektrochemisches Potenzial
aufweisen, liegt im Kontaktbereich 6 eine Potenzialdifferenz
zwischen der Kontaktierung 2 und dem Leiterrahmen 1 vor.
Durch das Eindringen eines Elektrolyten, beispielsweise
Luftfeuchtigkeit, kann es zur Ausbildung eines

Kurzschlusselements kommen.
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Die Figur 2a zeigt im schematischen Querschnitt eine weitere
Ausfihrungsform der strahlungsemittierenden Vorrichtung.
Diese umfasst, wie die in Figur 1 dargestellte
Ausfiihrungsform, ebenfalls einen Leiterrahmen 1, eine
Strahlungsquelle 3 und eine Kontaktierung 2. Die
Kontaktierung 2 verbindet die Oberseite der Strahlungsquelle
3 elektrisch leitend mit einem Teilbereich des Leiterrahmens
1. Hierbei bilden die Kontaktierung 2 und der Leiterrahmen 1
in dem Bereich, in welchem sie miteinander verbunden sind,
einen Kontaktbereich 6 aus. Die in Figur 2a dargestellte
Ausfihrungsform umfasst zusdtzlich ein Gehduse 7. Die Kavitat
des Gehduses 7, in dem die Strahlungsquelle 3 angeordnet ist,
ist mit einem Vergussmaterial 4 ausgefiillt. Dieses umfasst

den Zusatzstoff 5.

Die in Figur 2b als schematischer Querschnitt dargestellte
Ausfihrungsform entspricht weitgehend jener, welche in der
Figur 2a dargestellt ist. Jedoch umfasst die in Figur 2b
dargestellte Ausfihrungsform zusatzlich eine Sperrschicht 8.
Die Sperrschicht 8 ist zwischen der Strahlungsquelle 3 und
dem Leiterrahmen 1 angeordnet, wodurch letztere maskiert
wird. Die Unterseite der Strahlungsguelle 3 ist elektrisch
leitend iUber die Sperrschicht 8 mit dem Leiterrahmen 1
verbunden. Die Kontaktierung 2 verlauft von der Oberseite der
Strahlungsquelle 3 nun zur Oberfldche der Sperrschicht 8. Der
Kontaktbereich 6 wird somit in dieser Ausfithrungsform
zwischen der Kontaktierung 2 und der Sperrschicht 8
ausgebildet. Aber auch zwischen der Sperrschicht 8 und dem
Leiterrahmen 1 liegt eine Potentialdifferenz wvor. Die
Sperrschicht 8 kann beispielsweise ein in Ldsunggehen des
Leiterrahmens 1, also eine Abgabe von Metallionen aus dem
Leiterrahmen in das Vergussmaterial 4, weitgehend verhindern.

Jedoch kann auch eine solche Sperrschicht beispielsweise
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Poren oder Fehlstellen aufweisen, durch welche Metallionen

hindurchwandern koénnen.

Die Figur 3a zeigt einen Ausschnitt aus einer Ausfihrungsform
der strahlungsemittierenden Vorrichtung als schematischen
Querschnitt. Der Ausschnitt zeigt einen Leiterrahmen 1, auf
dem eine Sperrschicht 8 aufgebracht ist. Auf der Sperrschicht
8 ist die Kontaktierung 2 aufgebracht, welche in ihrer nicht
dargestellten Verlangerung zur Strahlungsquelle 3 fihrt. Die
Kontaktierung 2 ist iliber die Sperrschicht 8 elektrisch
leitend mit einem Teilbereich des Leiterrahmes 1 verbunden.
Das Vergussmaterial 4 ist lber der Sperrschicht 8 aufgetragen
und steht in dem Bereich, in dem die Sperrschicht 8
unterbrochen ist, auch in direktem Kontakt mit dem
Leiterrahmen 1. Das Vergussmaterial 4 umfasst einen
Zusatzstoff 5. Die Sperrschicht 8 kann beispielsweise durch
Fehlstellen 9 oder Poren im Material unterbrochen sein. Die
Fehlstellen konnen beispielsweise auch eine Folge einer
Reaktion des Materials der Sperrschicht 8 mit einem
Schadstoff aus der Umgebung oder einer Verunreinigung sein:
Ag’ + ST -> AgS. Das Vergussmaterial 4 umfasst in diesem
Ausfihrungsbeispiel ein Silikon. In der hier dargestellten
Ausfihrungsform besteht der Leiterrahmen 1 aus Cu, die
Sperrschicht 8 aus Ag und die Kontaktierung 2 aus Au. Somit
bilden der Leiterrahmen 1, die Sperrschicht 8 und die
Kontaktierungen 2 bzw. die Metalle, aus denen sie gefertigt
sind, eine elektrochemische Kette Cu/Ag/Au. Hierbei ist Cu
das unedelste Metall und Au das edelste Metall. In den
Bereichen, in denen die Bauelemente aus diesen Metallen in
Kontakt zueinander stehen, liegt somit eine
Potenzialdifferenz vor. Diese Potenzialdifferenz ist die
treibende Kraft fir die Wanderung von Elektronen aus dem

Leiterrahmen 1 durch die Sperrschicht 8 zur Kontaktierung 2.
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Figur 3b zeigt nun mdégliche Reaktionen, welche in dem
Ausschnitt, wie er in Figur 3a dargestellt ist, ablaufen
kénnen. Aufgrund der hohen Permeabilitat von Silikon konnen
H,O und SO, aus der Umwelt in das Vergussmaterial eindringen
und zu 2 H' und sof‘, schwefliger Sdure, reagieren.
Alternativ kann der Schwefel auch durch beispielsweise H:S
oder andere schwefelhaltige Verbindungen von auBBen in das
Vergussmaterial 4 eingetragen werden. Die H'-Ionen kénnen
jetzt an der Kontaktierung 2, welche aus dem edelsten der
drei Metall gefertigt ist, Elektronen aufnehmen, wodurch sie
in H, umgewandelt werden. In der Fehlstelle 9 der
Sperrschicht 8 steht das Vergussmaterial 4 in direktem
Kontakt mit dem Leiterrahmen 1. Hierdurch ist es mdglich,
dass die Cu-Ionen des Leiterrahmens direkt in das
Vergussmaterial 4 abgegeben werden kénnen, wodurch Elektronen
abgegeben werden. Bei dem Ubergang von Cu in cu’’ werden zwei
Elektronen frei, welche aufgrund der zuvor beschriebenen
Potenzialdifferenz Uber die Sperrschicht 8 zur Kontaktierung
2 weitergeleitet werden. Die Cu’’-Ionen im Vergussmaterial 4
kénnen des Weiteren mit den SOs° -Ionen zu CuSO; reagieren,

welches sich auf der Sperrschicht 8 ablagern kann.

Durch den Zusatzstoff 5 im Vergussmaterial 4 werden nun die
H'-Ionen abgefangen (durch den Pfeil schematisch angedeutet),
sodass die Reaktion von H'-Ionen zu Wasserstoff an der
Kontaktierung 2 nicht mehr stattfinden kann. Fir den Fall,
dass es sich bei dem Zusatzstoff 5 um Al (OH)s handelt, kann
das Abfangen der H+-Ionen durch folgende Reaktion erfolgen:
Al (OH)s + 3 H" -> A1°" + 3 H,0. Dadurch, dass die Reaktion, in
der die Elektronen aufgebraucht werden, nun unterdriickt oder
vermindert wird, wird auch die Reaktion, in der die
Elektronen gebildet werden, unterbunden bzw. vermindert. Dies

bedeutet, dass an der Fehlstelle 9 somit weniger bzw. keine
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Cu-Ionen mehr in Ldsung gehen. Die Lebensdauer des
Leiterrahmens 1 wird somit durch eine verbesserte
Korrosionsstabilitat erhdéht. Dadurch, dass keine oder weniger
Cu-Ionen in L&sung gehen konnen, wird auch gleichzeitig die
Bildung des CuS0O;-Niederschlags reduziert bzw. verhindert.
Hierdurch kann der Leiterrahmen 1 effektiv vor Korrosion
geschiitzt werden, obwohl Feuchtigkeit von auBen in das
Vergussmaterial 4 eindringen kann, und dieses in manchen

Bereichen in direktem Kontakt mit dem Leiterrahmen 1 steht.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele beschrankt. Vielmehr umfasst die
Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn diese Merkmale
oder diese Merkmalkombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Strahlungsemittierende Vorrichtung, umfassend

- einen Leiterrahmen (1),

- eine Strahlungsgquelle (3), welche auf dem Leiterrahmen (1)
angeordnet ist,

- eine elektrisch leitende Kontaktierung (2), welche den
Leiterrahmen (1) elektrisch leitend mit der Strahlungsquelle
(3) verbindet,

- ein Vergussmaterial (4), welches auf der Oberfliache der
Strahlungsquelle (3) angeordnet ist,

wobei das Vergussmaterial (4) einen Zusatzstoff (5) umfasst,
welcher in der Lage ist H'-TIonen aufzunehmen, oder diese

durch Abgabe von OH -Ionen zu neutralisieren.

2. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei zwischen dem Leiterrahmen (1) und der Kontaktierung (2)
im Kontaktbereich (6) eine elektrochemische

Potentialdifferenz besteht.

3. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche,
wobei der Leiterrahmen (1) in direktem Kontakt mit dem

Vergussmaterial (4) steht.

4. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobei das Vergussmaterial (4) ein Silikon umfasst.

5. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche,
wobei Uber den Zusatzstoff (5) der pH-Wert im Vergussmaterial

(4) eingestellt wird.
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6. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobei der pH-Wert im Vergussmaterial (4) idber 7 liegt.

7. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobei der Zusatzstoff (5) ein Metallhydroxid umfasst.

8. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobel der Zusatzstoff (5) einen Zeolith umfasst.

9. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobei der Zusatzstoff (5) ein Metallhydrid umfasst.

10. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobei der Zusatzstoff (5) einen Ionentauscher umfasst.

11. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche,
wobei der Zusatzstoff (5) zu einem Anteil von 0,05 bis 2

Gew-% im Vergussmaterial (4) vorliegt.

12. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobel der Leiterrahmen (1) ein Metall Me umfasst.

13. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach Anspruch 12,

wobei Me fiur Cu steht.
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14. Strahlungsemittierende Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche,
wobei es sich bei der Strahlungsquelle (3) um eine LED

handelt.

15. Verfahren zur Herstellung einer strahlungsemittierenden
Vorrichtung, umfassend die Verfahrensschritte:

A) Bereitstellen eines Leiterrahmens (1),

B) Aufbringen einer Strahlungsquelle (3) auf den Leiterahmen
(L),

C) Herstellen einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen
Leiterrahmen (1) und Strahlungsquelle (3) mittels einer
elektrisch leitenden Kontaktierung (2),

D) Verkapseln der Strahlungsquelle (3) mit einem
Vergussmaterial (4), wobei das Vergussmaterial (4) einen
Zusatzstoff (5) umfasst, welcher in der Lage ist H'-Ionen
aufzunehmen, oder diese durch Abgabe von OH -Ionen zu

neutralisieren.
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